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1. 概要 

 電力変換器を大胆に小型化するため、SiCやGaNなど次世代パワーデバイスには高Tj、高速で動作す

ることが求められるが、市場に出回り始めたこれらデバイスの保証温度は未だ Si デバイス並み（Tj～

175℃）である。前回[1]、電流定格>30 A、耐圧>1.2 kVの市販 SiC-MOSFETの-40℃⇔200℃冷熱サイク

ル試験の結果について報告した。本報告では、200℃放置試験による劣化過程を調査し、高 Tj 化させた

ときに起こる種々の問題を顕在化させたので報告する。 

2. 実験および結果 

Ａ社およびＢ社製（市販品）、Ｃ社製（開発品）の 3種 TO-247パッケージ SiC-MOSFETを用意し、高温

放置試験（200℃）を行いながら、断続的に停止して各種非破壊評価を行った。電気静特性評価の結果

を図１に示す。Ｂ社製はいずれのパラメータとも初期値からの変化が小さく、高温放置環境に対して良好

な耐久性を維持している。一方、Ｃ社製では、200 時間後においてソース-ドレイン電圧 VDSSが急落し、ゲ

ート電圧ゼロソース-ドレイン漏れ電流 IDSS が激増したことから、閾値電圧の低下またはゲート端子の接触

不良が示唆される。また、Ａ社製は開始直後からオン抵抗RDSonが緩やかに増加する傾向が認められた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                (b)                               (c) 

Fig. 1 Change in device parameters as a function of storage time: (a) drain-source breakdown voltage, VDSS, (b) zero gate 

voltage drain current, IDSS, and (c) drain-source on-state resistance, RDS(on) 

 

図２にＣ社製を樹脂側から探傷した時の SAT

像の変化を示す。わずか 25 時間後にはパッ

ケージ樹脂とダイパッド間が広範囲で剥離し

ていることがわかる。パッケージ樹脂は沿面放

電の抑止の役割も果たすが、隙間が開くこと

によりゲートの接触不良を引き起こしているも

のと推測される。 [1] 荒木ほか, 応物学会・先進

パワー半導体分科会誌 Vol. 2 (2015), pp. 200-201. 

Fig. 2 Change in SAT images with an increasing storage time 

for an SiC-MOSFET produced by the Vender C 
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